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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T4585—2004《交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验》,与GB/T4585—2004相

比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———将范围中的电压等级延伸至特高压(见第1章,2004年版的第1章);
———删除了“目的”一章(见2004年版的第2章);
———将术语“绝缘子的爬电比距”更改为“统一爬电比距”(见3.3,2004年版的3.3);
———增加了术语“灰密”(见3.17);
———增加了术语“憎水性迁移材料”(见3.18);
———增加了关于污秽试验目的的解释(见4.1);
———在对试验设备的要求中增加了气象修正(见4.4.2);
———增加了污液灰密与灰度关系曲线(见6.3);
———在固体层法中增加了定量涂刷法(见6.4.2);
———对污层湿润的一般要求进行了细化说明(见6.6,2004年版的第17章);
———增加了程序A和程序B通用的耐受试验和接收准则(见第7章);
———增加了绝缘子50%耐受电压的测定(见7.2);
———增加了“HTM绝缘子人工污秽试验补充资料”(见附录D)。
本文件修改采用IEC60507:2013《交流系统用高压瓷和玻璃绝缘子的人工污秽试验》。
本文件与IEC60507:2013相比做了下述结构调整:
———删除了IEC60507:2013的6.8;
———增加了第7章;
———附录A对应IEC60507:2013的附录E;
———附录B对应IEC60507:2013的附录A;
———附录C对应IEC60507:2013的附录B;
———增加了附录D;
———附录E对应IEC60507:2013的附录C;
———附录F对应IEC60507:2013的附录D。
本文件与IEC60507:2013的技术差异及其原因如下:
———增加了规范性引用的GB/T2900.8(见第3章)、DL/T810—2012(见6.3);
———更改了统一爬电比距的定义(见3.3),使其与GB/T26218.1—2008相一致;
———更改了绝缘子的形状因数的定义(见3.4),使其符合我国的实际使用习惯;
———增加了术语“憎水性迁移材料”(见3.18),考虑到HTM绝缘子的试验内容;
———用规范性引用的GB/T311.1—2012代替了IEC60071-1(见4.4.1),以适用我国的技术条件和

电网实际情况;
———用规范性引用的GB/T26218.1—2010代替了IEC/TS60815-1(见5.1、6.1),以适用我国的技

术条件和电网实际情况;
———增加了污液灰密与灰度关系曲线(见6.3),根据我国试验经验;
———增加了关于HTM绝缘子试验方法的相关表述(见6.4.1),根据我国试验经验;
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———在固体层法中增加了定量涂刷法(见6.4.2),我国检测机构通常使用定量涂刷法进行试验;
———增加了试品表面雾的相关规定(见6.6),根据我国试验经验;
———增加了程序A和程序B通用的固体层法耐受试验和接收准则(见第7章),根据我国相关试验

的实际情况;
———用规范性引用的GB/T16927.1—2011代替了IEC60060-1(见7.2、C.4),以适用我国的技术

条件和电网实际情况;
———增加了“HTM绝缘子人工污秽试验补充资料”,考虑到对 HTM 绝缘子进行人工污秽试验的

需求(见附录D)。
本文件做了下列编辑性改动:
———本文件纳入了IEC60507:2013/COR1:2018的内容;
———增加了关于推荐采用接近实际配置的长串试品进行试验的注(见4.1);
———删除了气象修正中的注1~注3(见IEC60507:2013的4.4.2);
———删除了关于tonoko的两个注(见IEC60507:2013的6.3.3);
———增加了关于污层导电率法的注(见6.5.1);
———删除了塑料帐篷代替雾室的注(见IEC60507:2013的6.6);
———增加了绝缘子饱和受潮时间的注(见6.7.3);
———删除了关于绝缘子耐受特性测定方法说明的注(见IEC60507:2013的6.8)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国绝缘子标准化技术委员会(SAC/TC80)归口。
本文件起草单位:中国电力科学研究院有限公司、西安高压电器研究院股份有限公司、清华大学深

圳国际研究生院、清华大学、重庆大学、南方电网科学研究院有限责任公司、云南电网有限责任公司电力

科学研究院、中国电力科学研究院有限公司武汉分院、国网山东省电力公司电力科学研究院、国网江苏

省电力有限公司电力科学研究院、国家电网有限公司运行分公司、内蒙古电力科学研究院、国网浙江省

电力有限公司、国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、国网江西省电力有限公司、中国南方电网有

限责任公司超高压输电公司检修试验中心、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司大理局、国网西

藏电力有限公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司电力科学研究院、广东粤电湛江风力发电有限

公司、大连电瓷集团输变电材料有限公司、苏州电瓷厂股份有限公司、山东高亚绝缘子有限公司、四川环

球绝缘子有限公司、南京电气绝缘子有限公司、襄阳国网合成绝缘子有限责任公司、长园高能电气股份

有限公司。
本文件主要起草人:周军、于昕哲、王云鹏、王黎明、梁曦东、姚君瑞、蒋兴良、井谦、张福增、黄瑞平、

马仪、吴光亚、万小东、沈庆河、刘云蔚、刘洋、陕华平、车传强、陈楠、姜文东、李特、郭志峰、尹芳辉、危鹏、
韦晓星、刘世增、王大飞、刘玲、颜云、于清波、周永新、吕希光、曾红、张善钢、杨红军、许文荣。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———GB/T4585.1—1984、GB/T4585.2—1991;
———2004年第一次修订合并为GB/T4585—2004;
———本次为第二次修订。
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交流系统用高压瓷和玻璃绝缘子的

人工污秽试验

1 范围

本文件规定了适用于架空线路、变电站、牵引线路绝缘子以及套管的人工污秽试验程序。
本文件适用于标称电压1000V及以上的交流系统用户外和暴露在污秽大气中的瓷、玻璃等绝缘

子的工频耐受特性的测定。
复合绝缘子、涂油脂绝缘子、特殊形式绝缘子(半导体釉绝缘子或表面涂有机绝缘涂料绝缘子)参照

执行本文件。
本文件如果应用于空心绝缘子,需要采取适当的措施避免绝缘子内部闪络。对装有空心绝缘子的

设备开展试验时,有必要制定针对试验程序对设备影响的预防措施。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T311.1—2012 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则(IEC60071-1:2006,MOD)
GB/T2900.8 电工术语 绝缘子

GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(IEC60060-1:2010,
MOD)

GB/T26218.1—2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分:定义、信息

和一般原则(IEC/TS60815-1:2008,MOD)
DL/T810—2012 ±500kV及以上电压等级直流棒形悬式复合绝缘子技术条件

3 术语和定义

GB/T2900.8界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

试验电压 testvoltage
在整个试验期间连续地施加到绝缘子上的电压的方均根值。

3.2
试验设备的短路电流 short-circuitcurrentofthetestingplant
ISC

试品在试验电压下短路时由试验设备所供给的电流的方均根值。
3.3

统一爬电比距 unifiedspecificcreepagedistance;USCD
绝缘子的爬电距离与该绝缘子上承载的最高运行电压的方均根值之比。
注1:通常以 mm/kV来表示。

注2:此定义与使用了设备的最高电压(Um)为线对线值的爬电比距定义不同(对于交流系统通常为Um/3)。
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